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摘要(译)

实施例涉及利用层转移材料制造微发光二极管（LED）结构。特别是，
高品质的氮化镓（GaN）是建立在施主衬底生长，利用技术如氢化物气
相外延（HVPE）。示例性施主衬底可以包括GaN，AlN，SiC，蓝宝石
和/或单晶硅，例如，（111）。大相对厚度的GaN的以这种方式生长
（例如，〜10微米的的），显著降低（例如，以约2-3×10 &lt;SUP&gt; 
6 &lt;/ SUP&gt;厘米&lt;SUP&gt; -2 &lt;/ SUP&gt;）穿线材料中存在的位
错密度（TDD）。这允许切割生长的GaN材料要非常适合于传输和掺入
到微LED结构在低电流/发热条件下具有高亮度工作。
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